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Tranzystor krzemowy BF504, w obudowie metalowej TO-5, konstrukcji mesa, $redniej mocy,
wielkiej czestotliwosci jest wykonany technologia dyfuzyjna. Baza tranzystora jest polaczona elek-
trycznie z obudowa.

Tranzystor BF504 jest przeznaczony do stosowania w ukladach automatyki, wzmacniaczach
w.cz. i oscylatorach.

I Typ wycofany — dane dla celéw serwisowych

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Napiecie kolektor-emiter Ucko 15 Vv
Napigcie kolektor-baza Ucso 15 A%
Napigcie emiter-baza Uzzo 4 Vv
Prad kolektora Ic 50 mA
Prad bazy Iy 5 mA
Temperatura zlacza 1 150 :{C!
Temperatura skladowania Uits —55...+150 e
Moc strat kolektora (7., = 25°C) PA 300 mW
OpornoSci termiczne
— zlacze kolektora-powietrze Renj-ay , < 420 | deg/W
— zlacze kolektora-obudowa Ringj-c) < 150 i deg/W
Parametry statyczne (Z;n, = 25°C)
Ic Uce I | haye | Usge Ucksar
mA \% mA I — Y A%
! |
10 6 033 (1) ' 30 (> 10)* 0,8 } —
10 — 128 — 0,4 (< 0,8)

* Tranzystory BF504 moga by¢ oznaczone cyfrq rzymska lub kropka kolorowa ze wzgledu na wartos$é¢ sz wedlug
kodu:

grupa /haip ] 10...30 | 25:4:33 30...70 60...90 ] 70...130 [ 110...170
kolor kropki czarny niebieski szary zolty brazowy } zielony
cyfra i 1 ] II l IITa puit v | v 209
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Prad wsteczny kolektor-baza
przy Ucpo =6 V

Prad wsteczny kolektor-baza
przy Ucpo = 6 V (famy = 150°C)

Napigcie przebicia kolektor-baza
przy Icpo = 10 pA

Napiecie przebicia kolektor-emiter
przy Icpo = 10 mA

Napigcie przebicia emiter-baza
przy Iggo = 10 pA

Parametry dynamiczne (fump = 25°C)

Czestotliwo$¢ przenoszenia
przy Ucg =6 V, Ic = 10 mA,

f, =20 MHz
Wsp6lczynnik zwarciowy wzmocnienia
pradowego
przy Ucg =6 V, Ic = 5 mA,
fo=1kHz

Pojemnosé¢ kolektora
przy Ucp =6V, Ic =0,
f,=5 MHz

Stala czasu sprzezenia zwrotnego
przy Ucg =6 V, Ic = 10 mA,
fo =5 MHz

ICBO

ICBO

U(BR)CBO

U(BR)CEO

U(BR)EBO

fr

hZIE

Cec

ryw - Cc

0,01 (< 0,5)

10 (< 200)

30 (= 15)

45 (= 15)

15(= 4)

85 (= 50)

30 (= 10)

15 (< 25)

1,5(<2,7)

MHz

pF
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Charakterystyka wyjsciowa
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Prad kolektora Ic = f(Ugg);
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Charakterystyka wyjSciowa
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Tranzystor krzemowy BF505 w obudowie metalowej TO-5, konstrukcji mesa, $redniej mocy,
wielkiej czestotliwosci jest wykonany technologia dyfuzyjna. Baza tranzystora jest polaczona elek-

trycznie z obudowa.

Tranzystor BFS05 jest przeznaczony do stosowania w ukladach automatyki, wzmacniaczach

w.cz. i oscylatorach.

Typ wycofany — dane dla celéw serwisowych

Graniczne wielko$ci eksploatacyjne

Napiecie kolektor-emiter Ucko | 30 ! A%
Napiecie kolektor-baza Ucso 30 {2V,
Napiecie emiter-baza Ukzo 4 LoV
Prad kolektora Ic 50 | mA
Prad bazy I 5 | mA
Temperatura zlacza t 150 e
Temperatura skltadowania Lstg —55...+150 l °C
Moc strat kolektora (Zm» = 25°C) 1 300 | mW
Opornosci termiczne
— zlacze kolektora-powietrze Rini-ay [ << 420 | deg/W
— zlacze kolektora-obudowa Rencj-e) | <150 I deg/W
Parametry statyczne (fzmp = 25°C)
Ic | Uce Iy hase ' Uge ! Ucksar
mA - ; A% mA — i A%
10 ' 6 033(<1) | 30(=10)* 0,8 o
10 L 1 | 10 ! S 0r4 (< 078)

* Tranzystory BF505 moga by¢ oznaczone cyfra rzymska lub kropka kolorowa ze wzgledu na wartos¢ Az g wedlug

kodu:

grupa hoik 10...30_} 25...35 | 30...70 _[_ 60...90 ’ 70...130 {_~HO...I70

kolor kropki l czarny 1 niebieski J szary l 261ty I brazowy ‘ zielony

cyfra | 1 | I Ila 1l l v t v 215
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Prad wsteczny kolektor-baza
przy Ucpo =6 V

Prad wsteczny kolektor-baza
przy Ucgo = 6 V (famy = 150°C)

Napigcie przebicia kolektor-baza
przy Icgo =210 U-A

Napigcie przebicia kolektor-emiter
przy Icpo = 10 mA

Napigcie przebicia emiter-baza
przy 1530 =210 (J-A

Parametry dynamiczne (7,., = 25°C)

Czestotliwos$¢ przenoszenia
przy Ucg =6V, I = 10 mA,
f» =20 MHz

Wspblczynnik zwarciowy

wzmocnienia pradowego

przy Ucg = 6 V, Ic = 5 mA,
fit=il kHz

Pojemnosé kolektora
przy Ucp =6V, Ic =0,
fr =5 MHz
Stala czasu sprzgzenia zwrotnego
przy Ucp =6 V, Ic = 10 mA,
fo,=5 MHz

ICBO

Icno

U(BR)CBO

U(BR)CEO

U(BR)EBO

Jr

h2lc

oy = Ce

0,01 (< 0,5)

10 (< 200)

45 (= 30)

55 (= 30)

15(=4)

95 (= 50)

30 (= 10)

15 (< 25)

1,0(<2,7)

A

vA
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Tranzystor krzemowy BF506 w obudowie metalowej TO-5, konstrukcji mesa, $redniej mocy,
wielkiej czestotliwosci jest wykonany technologia dyfuzyjna. Baza tranzystora jest polaczona elek-

trycznie z obudowa.

Tranzystor BF506 jest przeznaczony do stosowania w ukladach automatyki, wzmacniaczach

w.cz. 1 oscylatorach.

Typ wycofany — dane dla celéw serwisowych |

Graniczne wielkosci eksploatacyjne

Napiecie kolektor-emiter Ucko 45 {2V
Napiecie kolektor-baza Ucpo 45 v
Napiecie emiter-baza Ukso 4 vV
Prad kolektora Ic 50 mA
Prad bazy Iy 5 ' mA
Temperatura zlacza t; 150 ‘ i{ e
Temperatura sktadowania Lseg —55...+150 | °C
Moc strat kolektora (Zums» = 25°C) Ps | 300 * mW
Opornosci termiczne
— zlacze kolektora-powietrze Rincj—ay | <420 | deg/W
— zlacze kolektora-obudowa Ringi—c) | <150 | deg/W
Parametry statyczne (f,,, = 25°C)
Ic Uce ! I , haye | Uge i Ucgsat
mA A | mA " — ! vV |
e | = | |
10 , 6 033(<1) | 30(=10* , 0,8 | —_—
10 ! gy 1 ’ 10 — I 04(<0,8)

* Tranzystory BF506 moga byé oznaczone cyfra rzymska lub kropka kolorowa ze wzglgdu na wartos¢ kg wedlug

kodu:

grupa hyie | 10...30 25...35 | 30...70 | 60...90 70...130 |  110...170

kolor kropki czarny niebieski l| szary | z6lty brazowy ]% zielony

cyfra 1 | 11 l Ila 111 v ! v 221
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Prad wsteczny kolektor-baza
przy Ucgo =6 V

Prad wsteczny kolektor-baza
przy UCBO =16V (’amb = ISOOC)

Napigcie przebicia kolektor-baza
przy Icpo = 10 pA

Napigcie przebicia kolektor-emiter
przy Iceo = 10 mA

Napigcie przebicia emiter-baza
przy Irso = 10 pA

Parametry dynamiczne (/.. = 25°C)

Czestotliwos¢ przenoszenia
przy Uer=6YV, Ic =10 mA,
f» =20 MHz

Wspolczynnik zwarciowy

wzmocnienia pradowego

przy Ucg =6V, Ic =5 mA,
o =11tkHz

Pojemnos¢ kolektora
przy Ucp =6V, Ic =0,
f, =5 MHz
Stala czasu sprzezenia zwrotnego

przy Ucg =6V, Ic = 10 mA,
1 =:5"MHz

ICBO

ICEO

U(BR)CBO

U(BR)CEO

U(BR)EBO

fr

hate

Ce

- Cc

0,01 (< 0,5)

10 (<< 200)

90 (= 45)

60 (= 45)

15(=4)

95 (= 50)

30 (= 10)

15 (< 25)

08(<27)

MHz

pF

ns



T;'anzysto'r

BF506
n-p-n
Yy
”,Zo = = ﬁjo ]
) ] Gem67
70 CE
+100°} P
Ype=6V /"
100 60 /1
0 75 35 /
7 / 40 / § ]
i .'/ 1 70 / 4
pa [14
- J l' 2 / B 5500’ | Lt
I / 1
4 / f 2 l/
111 4
a )
4 02 04 Q6 08 UselV] g 10 20 30 40 Ip[mA]
Wspblczynnik wzmocnienia pra- Prad kolektora Ic = f(Ugg);
dowego  hz1r = fUc); tamp = Darametr
tamp = parametr (Uklad wspdlnego emitera)
40 10 <
Ir (§| é‘“\p EEE [/{5_/ /qﬁl L ]
i N[ lams=25% BT (toms=25¢ |/
48 mA /
V'/-'- X o
0 07 mA - 070 —T
=] l = A B
5m
e mEE = | psmA L——1"|
_ai,#'-‘; //"/1
20 +— 20 1 o
/] LI (A p4mA_L——"]
m,
|| ] 1| 3
I - 1
by yidiad /asmA |
A=} l oA 1
10 | 0 S
1g=02mA| a/i/
A 2l mA 1= —
/A Ts=01mA e
Ig=0
0 0 8
a 2 d 4 UpelV] 0 10 20 30 40Upe[V]

Charakterystyka wyjSciowa
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(Uklad wspélnego emitera) 223

Charakterystyka wyjéciowa
Ic = f(Ucg); 1y = parametr
(Uklad wspélnego emitera)
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— 1000 Hz metr; f= 1000 Hz 225



e

Tranzystor
BF506

n-p-n

80
hare

lamb =25°C

70

60 =/5y| 10V JL B

18

50

40

30

20

10

] T 6 8Im

Zwarciowy wspoélczynnik
wzmocnienia pradowego
ha1e = fUc); Ucg = parametr;
= 1000 Hz

226

80
"'Z?e l l I

sl tamb= 25
70

60

50

40

\\§ \\\

Upc=6Y,

=
S

30

/|
20 7

10 7

N,

0 2 4 6 8 Iy/mi]

Admitancja wyjsciowa
hz2e= f(Ic); — Ucp = parametr;
= 1000 Hz



.3

L R Ll o

- [y <o

8 g ¢ 9

S S ) N
e o] S
JR— G— i 5 [

2423 5,3-04 2

Ciezar okoto 0,8 G

Tranzfgtor
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n-p-n

Tranzystor krzemowy BF510 w obudowie metalowej TO-18, malej mocy, wielkiej czestotliwosci
jest wykonany technologia epitaksjalno-planarna. Baza tranzystora jest polaczona elektrycznie

z obudowa.

Tranzystor BF510 jest przeznaczony do stosowania w ukladach automatyki, wzmacniaczach

w.cz. i oscylatorach.

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Napiecie kolektor-emiter Ucro
Napiecie kolektor-baza Ucso
Napiecie emiter-baza Urso
Prad kolektora Ic
Szczytowy prad kolektora Icy
Prad bazy Iy
Szczytowy prad bazy ITyn
Temperatura zlacza 1
Temperatura skladowania Tstg
Moc strat kolektora (7am, = 25°C) P,

Opornosci termiczne

— zlacze kolektora-powietrze Rin(j-a)
— zlacze kolektora-obudowa Rin(j-c)

Parametry statyczne (;omp = 25°C)

30 A%

30 \%

5 V

50 mA

100 mA

3 mA

5 mA

150 °C
—55...4-150 HE:

150 mW
< 830 deg/W
< 300 deg/W

Ic Uce | Iy | hzye Usge ] Ucksa
mA l A% | mA | — \% 1
| [Pt
10 ' 6 050 =20" =08 e
10 \ = ; 1 10 e | 1

* Tranzystory BF510 moga byé oznaczone cyfra rzymska lub kropka kolorowa ze wzgledu na wartos¢ 4z £ wedlug

kodu:

grupa hyie ¢ 20..70 | 60...90 70::130° |9 110.0.170, 38 1502220 200
< 3 | g ‘ it

kolor kropki l _ szary 261ty brazowy i zielony ; czerwony bialy

cyfra 11 111 | v | V. | VI VIL

Prad wsteczny kolektor-baza

przy Ucpo =6 V Icso 0,01 (< 0,5 pA

Prad wsteczny kolektor-baza
przy Ucgo =6 V, tums = 150°C Icpo

1 (< 100) uA 27



Tranzystor
BF510

n?p-n

Napigcie przebicia kolektor-baza
przy Icpo = 10 pA

Napiecie przebicia kolektor-emiter
przy Iceo = 10 mA

Napigcie przebicia emiter-baza
przy Igpo = 10 pA

Parametry dynamiczne (Zzp = 25°C)

Czgstotliwos$¢ przenoszenia
przy Ucg =6V, Ic =2 mA,
f, =20 MHz

Wspolczynnik zwarciowy

wzmocnienia pradowego

przy Ucg =6V, Ic =2 mA,
fo=1 kHz

Pojemnos¢ kolektora
przy Ucg =6 V, Ic = 0,
fo =5 MHz
Stala czasu sprzezenia zwrotnego
przy Ucp =6 V, Ic =2 mA,
frr=5 MHz

U(BR)CBO i 2 30
Uiriceo | =30
|
U¢sreso | =5
fr = 80
haye | =10
Cec <5
oy Ce <1

MHz

pF

ns

Parametry przelaczania (uklad pomiarowy jak na rysunku ponizej) przy Ic = 10 mA,

131=2 1,,2=2mA

Czas opdznienia
Czas narastania
Czas przeciagania
Czas opadania

Geperator
imp. prost:
G =5us
< 203
I < 10ns

50!

4 1 30
t; { 70

ts ‘ 750
i | 250

Oscyloskop
Cwey % 50pF
Rgj >1HQ2
1% 1008

™
N

Schemat ukladu pomiarowego parametréw przela-

228

czania
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ns
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Tranzystor -

BF510
n-p-n
4!10 pasma] 11
¢ Lomb=25°C |
[m4] /
/ /07'/71,4
30 96 mA
A Y
/ 74 Q5mA
A /4
: admA [
20 // 1
I}/
43 mA
1Py —
/B !
10 ',/ Vi 02mA
/1 ;
Ip=0ImA
a2
[/ 14 2 3 4 UpelV]
Charakterystyka wyjéciowa
Ic = f(Ucg); I = parametr
(Uklad wspo6lnego emitera)
g /6
A
Ip 1604 1 ” ; l l I
2z 1501A__ [l &) Lamb=25%
e e ] X
5 oA LA | ] Upe=6V.
T il 2 £ = IHHz
: ATl -
goph 1A ] Y
-
4 = 8 \ / /
Go0pA =
4 =] ¢ \'«\\\ ,‘5{7{4
o Qi AezmA
/ :\_‘___//
# 30pA T3 “ 4 PP
1750 — ~——
/
! Tamb=26°C 2
| e
7 1p=0.= [ >
050 2080 A0 eV o gz @5 1 2 )]
Charakterystyka wyjéciowa Wspoblczynnik  szumow
Ic = f(Ucg); Iz = parametr F = f(R;); I = parametr

(Uklad wspdlnego emitera) 229




Tranzystor |
_B_FS'I 0

n-p-n

20
28]
V) G5V
Ie=1mA
" Ry=5108
N
o b ’
I~ S it
4
0
107 107 10° 05 [Hi] 107
Wspélezynnik szumoéw F = f(f)
100 : 400
!6‘5: = ,2‘ \\
e 7 ] |\
£ A
£ \
Yeso=6v | Y
10 2L 300 \\
= \ 4 j-c)
Z
P4 \
i \
7/ = 290 N
- N\
7 \
] N\
q1 2 100 \Q{j‘"} \
Z N = \
| == N
4 T B
qorl_1 4 Ll e
0 30 60 30 120 Limb(°C] 0 30 60 90 120t[%)
Zaleznos¢ temperaturowa pradu Zaleznos$¢ temperaturowa mocy
wstecznego Icpo = f(Lams) strat P, = f(t); R, = parametr

1 — warto$¢ graniczna, 2 — wartos$¢

230 $rednia
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Tranzystor
BF511

n-p-n

Tranzystor krzemowy BF511 w obudowie metalowej TO-18, malej mocy, wielkiej czestotliwosci
jest wykonany technologia epitaksjalno-planarna. Baza tranzystora jest polaczona elektrycznie

z obudowa.
Tranzystor BF511 jest przeznaczony do stosowania w
w.cz. 1 oscylatorach.

Graniczne wielko$ci eksploatacyjne

ukladach automatyki, wzmacniaczach

Napigcie kolektor-emiter Ucko 50 |SRY.
Napigcie kolektor-baza Ucso ‘ 50 vV
Napigcie emiter-baza Uepo E 5 A%
Prad kolektora Ic i 50 mA
Szczytowy prad kolektora Icar I 100 mA
Prad bazy Ig { 3 mA
Szczytowy prad bazy Ipy | 5 mA
Temperatura zlacza 1 150 e
Temperatura skladowania Lyt i —55...+150 -e;
Moc strat kolektora (fum, = 25°C) P | 150 | mw
Opornosci termiczne
— zlacze kolektora-powietrze Rincj-ay < 830 | deg/W
— zlacze kolektora-obudowa Ringj—c) | << 300 | deg/W
Parametry statyczne (fum» = 25°C)
Ic | Uce Iy I hayr Ugk Ucksat
mA | Vv mA . = Y
|
10 6 < 0,5 =120 | <08 g —
10 — 1 10 | — | <1

* Tranzystory BF511 moga byé oznaczone cyfrg rzymska lub kropka kolorowa ze wzglegdu na wartos¢ &z wedlug

kodu:

grupa hiyg | 20..70 | 60...90 [ 70..130 “j 110...170 ‘ 150...220 ‘ 200

kolor kropki I szary 261ty [ brazowy zielony ; czerwony I biaty

cyfra i 11 111 v % VI I VI

Prad wsteczny kolektor-baza :

przy Ucgo = 6 V Icpo 0,01 (< 0,5) l wA

Prad wsteczny kolektor-baza 5

przy Ucpo = 6 V, tams = 150°C Icso | 1(<100) uA 231



Tranzystor

232

BF511

n-p-n

Napiecie przebicia kolektor-baza
przy Icpo = 10 pA

Napigcie przebicia kolektor-emiter
przy Icpo = 10 mA

Napiecie przebicia emiter-baza
przy Irpo = 10 pA

Parametry dynamiczne (Z,,, = 25°C)

Czgstotliwo$¢ przenoszenia
przy UCE =0 Vv, Io=2 mA,
f» =20 MHz

Wspblczynnik zwarciowy

wzmocnienia pradowego

przy Ucg =6V, Ic =2 mA,
fr=1kHz

Pojemnos¢ kolektora
przy Ucpg =6 V, Ic =0,
fo =5 MHz

Stala czasu sprzezenia zwrotnego
przy Ucg =6 V, Ic =2 mA,
fo =5 MHz

U(BR)CBO

U(BR)CEO

U(BR)EBO

Jr

haye

Cc

ryy* Ce

50

\

50

\Y

\V

80

LY

A\

10

N

<1

Parametry przelaczania (uklad pomiarowy jak na rysunku ponizej) przy

Ipy = 2 Iy =2 mA

Czas opbznienia
Czas narastania
Czas przeciagania
Czas opadania

Generator
mp.prost
G >5us
<208

1, <10ns

502

1a

Oscyloskap
Civej < 60pF
Rovej > THQ
=< 10ns

Schemat ukltadu pomiarowego parametréw

przetaczania

30
70
750
250

MHz

pE

ns

Ic =10 mA,

ns
ns
ns



Tranzystor "

BF511
n-p-n
»
40 ——
I /08 mA [ ]
] [l i | lams=25%
)4
Q6mA
K]
/ /| imA
A
NMIA] ]
ARBEL
T -
I/ a3mA
y —
A
10 /4 02mA_|
7 .
y Ig=0/mA |
4 0 7 2 3 4 UselV]
Charakterystyka wejsciowa
Ic = f(Ucg); Iy = parametr
(Uklad wspélnego emitera)
8 15
I | A [0 /|| £ [ ]
r 8] S
‘m7] ( wsopa || 2 325
T | |
I pe=6V
6 120§A—r 1 12 £=1HHz
5 19
9044 | . L=tmA
4 T | /[ ¢ //
gopA 11— 5| NS 26mA
3 — » -+
/ Nisl Aazims
/ ; N
g 30pA | 1A N—]
2
£ lamb=25°C \
0 Ll 3 ) 0
0 15 30 45 60UV Q02 SEEs 0 E ] F2 5 Rplk2
; tyka  wyjsciowa Wspolezynnik  szumow
Charikterys y' Iz = - metr F = f(R,); Iy = parametr
Ic = f(Ucp); Ip = para ’)

(Uktad wspélnego emitera) 233



Tranzystor

BF511
n-p-n
20
78]
“ Yoe=67
Ig=1mA
s fo= 5102
\
PR
4
g
03 A 05 0° 07
Wsp6lezynnik szumoéw F = f(f)
100
100
) 7 [77)‘;‘;’] \
(4] b - N
‘A
7
5v| ¥
- Yssb¥eit, 200 \\
A\
= 7 \ﬂm(j—c)
7 N\
k7
; ot 200 \\
> e - \\
V. N
. N\
th(j-
o 5 100 Nl CEHRN
= N \
Z N
7 = ; \\\\
/ 0
/] 30 60 90 120 t[°C]

q01 ¥4
0 30 60 90  120Lamb[°C]
Zalezno$¢ temperaturowa pradu
wstecznego Icpo = f(fams)
1 — warto$¢ graniczna, 2 — wartos$é
srednia

234

Zalezno$¢ temperaturowa mocy
strat P. = f(t); R, = parametr
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~ Tranzystor krzemowy BF519 w obudowie metalowej TO-18, Sredniej mocy, wielkiej czgstotli-
wosci jest wykonany technologia epitaksjalno-planarna. Kolektor tranzystora jest polaczony elek-
trycznie z obudowa.

Tranzystor BF519 jest przeznaczony do zastosowan uniwersalnych (w ukladach automatyki,
ukladach przelaczajacych $redniej szybkosci oraz aparaturze radiowo-odbiorczej).

Dane tymczasowe — nowy typ

Graniczne wielko$ci eksploatacyjne

Napiecie kolektor-baza Ucso | 70 22V
Napiecie kolektor-emiter Ucko r 50 [V
Napiecie emiter-baza Utno 5 vV
Prad kolektora e i 50 mA
Szczytowy prad kolektora Tear | 200 | mA
Prad bazy Ty “ 5 mA
Temperatura zlacza L ! 150 {e
Temperatura skiadowania lseq =550 1150 2C
Moc strat kolektora (fump = 25°C) Pc I 300 mW

Opornosci termiczne

— zlacze kolektora-powietrze Rinci—a) I =< 400 1 deg/W
— zlacze kolektora-obudowa Rinci—c) | =200 { deg/W

Parametry statyczne (Zgmp = 25°C)

Ic | Uce I ha e | Upesar | Ucksar
mA l v l mA — ; |
\ | g s L
10 | 6 t <0,5 =202 i — =
20 : — . 2 | 10 ] <0,5

* Tranzystory BF519 moga byé oznaczone cyfra rzymska lub kropka kolorowa ze wzgledu na wartos¢ sz g wedlug
kodu:

grupa hiy e I 20...35 ' 30...90 { 70...170 | > 150
A | 5 T
kolor kropki I niebieski oMty zielony czerwony
cyfra | 11 ' 111 A VI 235



» Tranzystor
BF519

n-p-n

Prad wsteczny kolektor-baza

przy Ucpo =6 V Icpo < 0,1 ©A
Prad wsteczny kolektor-baza

przy Ucpo = 6 V. (tam = 150°C) Icpo < 100 uA
Napiecie przebicia kolektor-baza

przy Icgo = 10 pA U¢srycno =170 v
Napigcie przebicia kolektor-emiter

przy Icpo = 10 mA* Usrycco | =50 Vi
Napigcie przebicia emiter-baza :

przy Igpo = 10 pA U¢sryeBo =5 \f

* Pomiar metoda impulsowa 7; < 0,5 ms, 7 == 20 ms.

Parametry dynamiczne (f,,; = 25°C)

Czgstotliwos$é przenoszenia

przy Ic =5 mA, Ucg=10 YV,
f» = 100 MHz fr = 150 MHz

Wspblczynnik zwarciowy

wzmocnienia pradowego
przy IC =91 mA, UCE —=<6EV: 1121¢ 20...200 T

Pojemno$é kolektora |
przy Ucpo =10 V, Ic = 0,

fr=35 MHz Ce <8 pF
{
Stala czasu sprzgzenia zwrotnego | !
przy Ic =5 mA, —Ucz =10 V, I |
fri=5MHz Yo Ce i << 500 i ps

236



Tranzystor

BF519
n-p-n
Parametry macierzy ,,h"” przy Uce =5 V, I, =2 mA, f, = 1000 Hz
Iy | 0,8 {Ret G
hize |06 I ¥ 1
Ilzh. l 50 i —
,122, 6 | [J.r;

Parametry macierzy ,,Y” przy Uce =6 V, Ic =5 mA, f, = 35 MHz

Yiie = (4,34] 6,2) mS
Yi2e = (—0,05—j 0,6) mS
Y21 = (17—j 65) mS
Ya2. = (0,38+j 1,3) mS

Il

Parametry przelaczania (uklad pomiarowy jak na rysunku ponizej) przy /. = 200 mA, Iy, = 2
152 = 40 mA

Czas wlaczania fon 40 Ens
Czas wylaczania torr | 150 SN

i
2352
192
QIuF Oscyloskap
g =502
1% Ins

Schemat ukladu pomiarowego para-
metréw  przelaczania

237
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02

g A -

g ‘éi‘ o ;{

b 5 N o~
-—0--%- =Y 3
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Tranzystor krzemowy BF520 malej mocy, wielkiej czgstotliwosci jest wykonany technologia epi-
taksjalno-planarng, w obudowie metalowej TO-18. Kolektor tranzystora jest polaczony elektrycznie

z obudowa.

Tranzystor BF520 jest przeznaczony do zastosowan uniwersalnych (w ukiadach automatyki,
ukladach przelaczajacych $redniej szybkosci oraz aparaturze radiowo-odbiorcze;j).

|
|

Dane tymczasowe — nowy typ t

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Napiecie kolektor-baza Ucso 50 Bl
Napigcie kolektor-emiter Ucro 30 ! \%
Napiecie emiter-baza e 5 Y
Prad kolektora I | 50 | mA
Szczytowy prad kolektora Lo : 200 . mA
Prad bazy Ip S, [ mA
Temperatura zlgcza 1 150 e
Temperatura sktadowania fry; —55...+150 °G
Moc strat kolektora (fums = 25°C) P. 300 mW
Opornoéci termiczne
— zlacze kolektora-powietrze Rincj-a) | <400 | deg/W
— zlacze kolektora-obudowa Rincs—c | <200 | deg/W
Parametry statyczne (7,,, = 25°C)
Tend ol Uck ! Ip : ha1e Usesar | Ucksar
mA | A% ! mA ' — Vv '
10 1 6 < 0,5 ’ = 20* 1 — i —
20 | — ! 2 10 i <1 i < 0,5

* Trynzystory BF520 moga by¢ oznaczone cyfra rzymska lub kropka kolorowa ze wzgledu na warto$é /iz; wedlug

kodu:
grupa hagg | 20...35 : 30...90 i 70...170 | 150 -
kolor kropki ; niebieski 201ty | zielony | czerwony
cyfra 11 111 { Y I VI
Prad wsteczny kolektor-baza }
przy Ucgo =6 V Icso } < 0,1 | ©A
Prad wsteczny kolektor-baza ! i
238 przy Ucso = 6 V, famy = 150°C Icso | <100 | pA



Napigcie przebicia kolektor-baza
przy Icgo = 10 {J.A

Napigcie przebicia kolektor-emiter
przy Icpo = 10 mA*

Napiecie przebicia emiter-baza
przy IEBO =310 !IJ\

* Pomiar metoda impulsowa.
Parametry dynamiczne (7,,,, = 25°C)

Czgstotliwos¢ przenoszenia
przy Ic =5 mA, Ucg =10 V,
f» = 100 MHz

Wspolczynnik zwarciowy.
wzmocnienia pradowego
przy Ic =1 mA, Ug=6 YV,
f» = 1000 Hz
Pojemno$¢ kolektora
przy Ucpo =10V, I =0,
f, =5 MHz
Stala czasu sprzezenia zwrotnego
przy Ucp = 10 V, I = 10 mA,
f, =5 MHz

Parametry macierzy ,,h” przy Uce =5V, Ic =

Tranzystor

BF520
n-p-n
Uigrycso | =350 ! Vv
‘ |
Usryceo = 30 Vv
|
U(sryeso =5 V.
Sr = 150 MHz
haye | 20...200 —
Ce <8 03
?
Iy * Cc | < 500 ps
2 mA, f, = 1000 Hz
hyte '! 0,8 kQ
hyze { 0,6 % 10-*
hzlr 2 50 S
hZZe | 6 | IJ~S

Parametry macierzy ,,Y” przy Uce'=6 V, Ic = 5 mA, f, = 35 MHz

Yi1. = (4,3+j 6,2) mS
Y12 = (—0,05—j 0,6) mS
Y21 = (17—j 65) mS

Y22r — (0:38'*’.] 113) mS

Pammew przelaczania (uklad pomiarowy jak na rysunku na str. 237) przy Ic = 200 mA,

IBI — 2,.,132 = 40 mA

Czas wlaczania
Czas wylaczania

Ton | 40
150

ns

ns 239

TorF



Tranzystor
BF520

n-p-n

20 =
haut(n)

l/p["ﬁy

15

0

0 0 20 30 40 1[mA]

Wsp6lczynnik wzmocnienia pra-
dowego (znormalizowany)
112“,;”.) =f(1c); tamp = parametr

10

Je é@‘ i (=
]I 708 Tomb=25°C
( 020 mA]

T

a15mA

20

410 mA

10 I =005 mA

a

i 2 9 0 A lglV]

Charakterystyka wyjsciowa
Ic = f(Ucg); Is = parametr
20 (Uklad wspélnego emitera)

40 — s
I +/00°C +25°C -55°C
[mA]
”5[“5"
a0 |-
|
20
A
|
|
10
[ 1]
/ [
/
0 4 /
0 02 04 Q6 Q8 UspelV]

Prad kolektora Ic = f(Uzp);
1amb o parametr

0
i nh
Lt Al
L
Rl
/,
30
A
015 MALA /
Eeaid /
y
20 /
aomh L~
=l /
” a05mA L~ e
a |
tamb=25°C
0 [5‘0 \
0 0 20 30 40UpelV]

Charakterystyka wyjsciowa
Ic= f(ch); Iz = parametr
(Uklad wspdlnego emitera)



300
P lomb=25°C
VL] ]
I
Ype 15V
'\1
™~
200 t/cl,-my\
Upe=6Y
100
0
7 5 10 50 Ip(mA]
Czestotliwos$¢ przenoszenia

fr = f(¢); Uck = parametr

700
Iego
[wA]
Umg’é‘y
10
/
‘1
7
<
1 /
7 1”’
l”
P
b=l A
¥
—
v
74
P
| LA B
0 30 60 90 120%zmpl%C]

Zalezno$¢ temperaturowa pradu
wstecznego Icpo = f(famb)
1 — wartoé¢ graniczna, 2 — wartosé
Srednia

Tranzystor

BF520

n-p-n

s ||
(4] lomb=25°C
12|
\\ =0
e
10 S
h\ 1
Cego
HIBS
\\\rf-a
I~
— ] an il
()
a1 a5 1 UgsoiUeso[V]10
Pojemnos¢ kolektor-baza
Ccao =f(UCBo)
Pojemno$¢ emiter-baza
Cepo = f(Ukpo)
800
%
[mK]
700
600
\\
500,
TAth(j-c)
N
00 \\
300, < \
N\
200 NG N
NN
- Bin(j-aN_ [\
? NN
NN
~
]

a 30 60 90- 120 t[°C]

Zalezno$¢ temperaturowa mocy
strat P. = f(t); Ri» = parametr
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Tranzystor
BF520

n-p-n

8 04
el 30 ! [ [l
AR Lamb=25°C . A lamb=26C
7 \ 12¢ \
s \\
\ A\
S 2
\\\At%e=10v
g A\ R
Y \\\Ale=15v 15V
\ 10V
3 \\\\
! N
Ype=15V NN 5K
2 T 3 A
\\//cf=/0V NN gl
; N e- 514 N
SR
0 0
QIS QzEEER Qb e B2 51, [mA] AT (2 (5 S B2 5 Ip[mA]
Rezystancja wejsciowa Wspblczynnik sprz¢zenia zwrot-
hiye = f(Ic); Ucg = parametr; nego /yze = f(Ic); Uce = para-
f= 1000 Hz metr; f= 1000 Hz
160 82
b El 2¢ | |
Tomb =25% sl Tams =26°C
40 70
120 60
I
100 Upe=I5V, H 50
’L'D'": '
1 —~
80 - Upe=I0V| H 40 Uoe =151 “y
Ypr=
60 eIk ) L1
z Ype=10V, //
40 / 20 l )y
1/‘.{.:5;///
4
20 10 z/
a 1 T
a1 02 ) 5 Ip[mA] Y Q] 2 S Ie[mA
Zwarciowy wspolczynnik Admitancja wyjsciowa
wzmocnienia pradowego haz2e = f(Ic); Uce = parametr;
hz21e = f(Ic); Uck = parametr; f= 1000 Hz
242 f= 1000 Hz



Tranzyst‘orv
BF520

n-p-n

az ) ETR T R
Hne I i Kze Tamb =25°C)
At (ol 28 Bl
; Hpe - el S () |
12 Ye {14"5’”'4.[%{-”} —/- 2 yize ’724(12'5/”1,'(/“"5}’}
4 = ee=1o¥)!
/ [ [
! EE': ‘ 7 ket [ N
bre Wee-5%) A1 =GrzelUpe=10V) ™
el ~ K
0,5 = lﬁ — / I~ |
—— ’/ﬂ R}
e AR G2e(Uoe=57)
06 o (Ui 10V g iy -Grze(Uce
) by 15¥) e Vee=107) 3 —b,,e((/,:‘[:gy) N~ I
ol =byze Upe=10V) THN
Y e e 3 T 1
=5 D2e (UoeT57)
4 a4
% / SEETEE2 5 Ip[mA]
4z 95 1 2 I[md] 10 o1 0z 0 5!

Admitancja zwrotna (znormalj-

Admitancja wejSciowa (znorma-
e S zowana) kyize = f(lc);

lizowana) kyyie = f(I¢);

Uck = parametr; f= 35 MHz Uce = parametr; f= 35 MHz
16 — 1 o
L famb =23°C K2z tamb=25 7
z ] - B
_Yoelle) s |l
= Kysze Vorello=5mA) = L= o A
(I
_"le ; /L
/ et
bﬂtlu“’ﬂ/ Vi
& 28 %mv} AL
=] eI SE
//—-'5?"7_ N pd
46 a6 ) R4
|VZI:| / Qé, /,\“ K\\""'
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Tranzystor krzemowy BF521 malej mocy, wielkiej czestotliwosci jest wykonany technologia
epitaksjalno-planarna, w obudowie metalowej TO-18. Kolektor tranzystora jest polaczony elektrycz-
nie z obudowa.

Tranzystor BF521 jest przeznaczony do zastosowan uniwersalnych (w ukladach automatyki,
ukladach przelaczajacych $redniej szybkosci oraz aparaturze radiowo-odbiorczej).

Dane tymczasowe — nowy typ l

Graniczne wielkosci eksploatacyjne

Napiecie kolektor-baza Ucpo 30 Vv
Napiecie kolektor-emiter Ucko 15 |V
Napigcie emiter-baza Ugso 5 Vv
Prad kolektora Ic 50 mA
Szczytowy prad kolektora Ica 200 mA
Prad bazy 785 5 | mA
Temperatura zlacza 1 150 ’ °C
Temperatura skladowania Lite —55...+150 ’ 2C
Moc strat kolektora (fzms = 25°C) P2 300 I mW
Oporno$ci termiczne
— zlacze kolektora-powietrze Ringj-a) < 400 deg/W
— zlacze kolektora-obudowa Ringj-c) << 200 deg/W
Parametry statyczne (Zgmp = 25°C)
Ic Uce Iy hase UpEsar Ucksat
mA V. mA — 1 A%
10 ‘ 6 <0,5 i > 20* i ‘ %
20 — 2 10 1 < 0,5

* Tranzystory BF521 moga byé oznaczone cyfra rzymska lub kropka kolorowa ze wzgledu na wartos¢ /21y wedlug
kodu:

grupa Mg 20...35 30...90 70...170 > 150
kolor kropki niebieski zolty ziclony czerwony
cyfra 1 II 11T v VI
Prad wsteczny kolektor-baza |

przy Ucpo = 6V Icpo < 0,1 p.A

Prad wsteczny kolektor-baza
przy cho =16 V, lamp = 150°C Icgo < 100 p-A



Napiecie przebicia kolektor-baza
przy Icpo = 10 pA

Napiecie przebicia kolektor-emiter
przy Icpo = 10 mA*

Napigcie przebicia emiter-baza
przy Igpo = 10 pA

* Pomiar metoda impulsowa.

Parametry dynamiczne (Z,,, = 25°C)

Czgstotliwo$¢ przenoszenia
przy Ucg =10V, Ic = 5 mA,
f, = 100 MHz

Wspélczynnik zwarciowy

wzmocnienia pradowego

przy Ucg =6V, Ic =1 mA,
f» = 1000 MHz

Pojemnosé kolektora
przy Ucpo =10V, Ic =0
f, =5 MHz
Stala czasu sprz¢zenia zwrotnego
przy Ucp = 10 V, Ic = 10 mA,
f, =5 MHz

Ucsrycso =30
Usryceo =15
Usrieso =35
fr > 150
haye 2...200
Cec <8
ry - Cc < 500

Parametry macierzy ,,h” przy Uce =5 V, Ic = 2 mA, f, = 1000 Hz

hE 0,8
hize 0,6
haye 50
haze 1 6

Parametry macierzy ,,Y” przy Uce = 6 V, Ic = 5 mA, f, = 35 MHz

Yi1e = (4,3+46,2) mS
Y12 = (—0,05—j0,6) mS
Y21e = (17—j65) mS
Y22 = (0,38+j1,3) mS

Tranzysfor
BF521
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Parametry przelgczania (uklad pomiarowy jak na rysunku ponizej) przy Ic = 200 mA,
IBX = 2, IBZ = 40 mA
Czas wlaczania ton 40 ns

Czas wylgczania torr 150 ns

4
3R

Tk

+H2V H——¢
gﬁ’gfﬁ;‘ffi’ﬂ OfpF gscy/oskop
=502 QIuF 'wej ;509
H<lns 1< Ins

Schemat ukladu pomiarowego parametrow

przelaczania
20
2 40 -
b7 g ? s
hoye (1) 2
U6V U -5V
15 30
+100°C
,’ +25°C
/ L1
"0 20

\\
—— |

-55°C| 1

e ——

L —
47 0 II
0 > [ 1/
10 20 30 401 [mA] g 92 7 06 06 U V)
Wspolczynnik wzmocnienia pra- Prad kolektora I = f(Uge);
dowego (znormalizowany) famp = parametr

246 haygmy = fUc); tamy = parametr
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Charakterystyka wyjsciowa
Ic = f(Ucp); Iy = parametr
(Uktad wspélnego emitera)

300 lomb - 25°C
2
4 Upe =15V
]
7 ™~
20 I e =10V TN
Uee =6V
100
0
! 5 10 I[m4] 50 100
Czestotliwosé przenoszenia

fr = f(¢); Ucg = parametr

Tranzystor
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Charakterystyka wyjsciowa

Ic = f(Ucg); Iy = parametr
(Uklad wspolnego emitera)
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¢
127 \
\\
I =0
7 B
\
Ceao
HER
\\15-0
=
— i cc.w
a -
a1 05 1 Upsoy Uiy (V] 10
Pojemnosc kolektor-baza
Cero =f(UCBO)
Pojemnosé emiter-baza

Cepo = f(UEBO)
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Zalezno$¢ temperaturowa pradu
wstecznego Icpo = f(fams)
1 — warto$é graniczna, 2 — wartosé

$rednia
8
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fe \
&%) \
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Rezystancja wejsciowa
hite =f(Ic); Uce = parametr;
248 f= 1000 Hz

&

N

0
0 30 60 90 rgtlc}

Zalezno$¢ temperaturowa mocy
strat P, = f(t); R;, = parametr

x/ﬂ:: Lomb=25°C
\Y
V)
fl\B
\S 2R
2 \\(\ Upe =15V
\\
\
\ \ 15/
NS 10V
) NN 5r4J)
\\\\ f!_
‘ \:-«& /
1 \‘:
Y27 05 2 1o lmA] 10

Wspélezynnik sprzgzenia zwrot-
nego hize = f(Ic); Ucg = para-
metr; f= 1000 Hz
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Admitancja wejsciowa (znor-
malizowana) kyiie = f(Ic);
Ucg = parametr; f = 35 MHz
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Admitancja wyjsciowa /22 =
= f(Ic); Ucp = parametr;
f= 1000 Hz

J, T
. ; Tomb =25 °C
4 [ 11
Fiz Yoo (1!
Ry oo A, U]
d ~Gioe (Upe +157)
~
AT TN
~Groe (Ve *10Y) N
— T N
16— mo
™
12 M
| ‘blzf (U -5%'\.\ i
~BypeUps =107) ‘::
4 - Dy (Upg = 107, s
a4
g
Q02 45 1 2 ILmA) 10
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Admitancja przejSciowa (znor- Admitancja wyj$ciowa (znorma-
malizowana) ky.i. = fc); lizowana) kyzz. = f(Ic); Ucy =
Uce=5V; f=35 MHz = parametr; f= 35 MHz
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Tranzystor krzemowy BC527 w obudowie metalowej TO-18, $redniej mocy, malej czgstotli-
wosci jest wykonany technologia epitaksjalno-planarna. Kolektor tranzystora jest potaczony

elektrycznie z obudowaq.

Tranzystor BC527 jest przeznaczony do zastosowan uniwersalnych oraz do ukladéw stopni

wejéciowych i sterujacych m.cz.

Dane tymczasowe — nowy typ

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Napiegcie kolektor-baza Ucso 45 A%
Napigcie kolektor-emiter Ucko 45 A%
Napigcie emiter-baza Ukso 5 A"/
Prad kolektora Ic 50 mA
Szczytowy prad kolektora Icm 200 mA
Prad bazy Ip 5 mA
Temperatura zlacza 1 150 °C
Temperatura skltadowania (¥ : —55...+150 °C
Moc strat kolektora (Z;ms = 25°C) Pc 300 mW
Oporno$ci termiczne
— zlacze kolektora-powietrze Rencj—a) | <400 deg/W
— zlacze kolektora-obudowa Rinci—c) < 200 deg/W
Parametry statyczne (f,mp = 25°C)
Ic Uce ‘ hate ) Use
mA \ | I e Y
|
0,1 5 =50 = 80 = 150 —
2 5 120 200 330 0,64

20 5 200 300 400 -
Napiecie nasycenia kolektor-emiter
przy Ic = 10 mA, Iz = 0,5 mA Ucksat <25 \/
Napigcie nasycenia baza-emiter
przy Ic = 10 mA, I = 0,5 mA UsEsat 0,72 \/
Prad wsteczny kolektor-baza
przy Ucp =45 V Icso < 30 nA 251
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Prad wsteczny kolektor-baza

przy Ucg = 45 V (tams = 150°C) Icpo I ! VA
Napiecie przebicia kolektor-emiter

przy Icpo = 2 mA U sryco i =45 l, A%
Napiegcie przebicia emiter-baza I I

przy Irgo = 10 pA U¢sr)eso v

Parametry dynamiczne (Zmy = 25°C)

Czestotliwo$é przenoszenia

przy Ic =10 mA, UCE =:5 V,
f» = 100 MHz fr = 150 MHz

Wspolczynnik szuméw

przy Ic = 0,2 mA, UCE—SV
R, = 500 Q, 4f = 700 Hz,
fo=1kHz E: < 10 dB

Pojemno$¢ kolektor-baza
przy Ucg =10V,

f, =5 MHz Ccspo <45 93
Pojemno$¢ emiter-baza
przy UEB = 0,5 V,

f, =5 MHz Ceso 7 pF

Parametry czwornikowe

Punkt pracy: Uce =5V, Ic =2 mA, f, = 1 kHz

Grupy hzie [ I 1T | 111

Oporno$é wejsciowa B o |6 ais ' Hped] 515 kQ
Wsp6lczynnik | | l

sprzgzenia zwrotnego hyse | 1,5 . 2 ' 3 x 100~*
Wspoblczynnik l ‘ i

wzmocnienia pradowego hape® i 100—240 ! 210——450 1 0——900 —

Przewodno$¢ wyjsciowa haae 20 uS

252 * Tranzystory BC527 sa oznaczone cyfra rzymska ze wzglgdu na wartosé iz21,.
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Tranzystor krzemowy BC528 w obudowie metalowej TO-18, sredniej mocy, malej czgstotliwosei
jest wykonany technologia epitaksjalno-planarna. Kolektor tranzystora jest polaczony elektrycznie

z obudowa.

Tranzystor BC528 jest przeznaczony do zastosowan uniwersalnych oraz do uklad6éw stopni

wejéciowych i sterujacych m.cz.

Graniczne wielko$ci eksploatacyjne

Dane tymczasowe — nowy typ

Napiecie kolektor-baza Ucgro 20 A%
Napiecie kolektor-emiter Ucro , 20 v
Napigcie emiter-baza Ukso f 5 Vv
Prad kolektora : Ic { 50 mA
Szczytowy prad kolektora Tear | 200 mA
Prad bazy Iy t 5 mA
Temperatura zlacza 1 ! 150 2C
Temperatura skiadowania Tsg te =35...+150 2E
Moc strat kolektora (fum» = 25°C) Pc ' 300 [ mW
Oporno$ci termiczne
— zlacze kolektora-powietrze Rincs-a) | =400 deg/W
— zlacze kolektora-obudowa Rini—e | <200 | deg/W
Parametry statyczne (fzm = 25°C)
i i e e,
mA \% I | 11 | o | i
l | ; |

0,1 5 l =50 ‘ = 80 | =150 s

2 5 120 \ 200 330 0,64

20 5 [ 200 ! 300 ! 400 —
Napigcie nasycenia kolektor-emiter % |
przy IC =10 mA, Ig = 0,5 mA Ucksat < 0325 i v
Napigcie nasycenia baza-emiter ’ |
przy IC =10 mA, Ip= 0,5 mA Usksar t 0’72 g \Y
Prad wsteczny kolektor-baza j !
przy Ucp =20 V Icso < 30 | nA
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Prad wsteczny kolektor-baza !
przy UCB =20V (f,,,,.b = 150°C) Icgo < 50 (J.A

Napiecie przebicia kolektor-emiter
przy Icro = 2 mA U(srycco =20 Y,

Napiecie przebicia emiter-baza
przy Igpo = 10 pA U(sr)eBo =5 \'%

Parametry dynamiczne (f;,, = 25°C)

Czestotliwosé przenoszenia
przy Ic = 10 mA, Ucg =5V,
f» =100 MHz fr = 150 MHz

Wspolczynnik szumow

przy loe— 0,2 mA, Ucg = SEV:
R, = 500 Q, Af = 700 Hz,
fo =1 kHz F < 10 dB

Pojemnos¢ kolektor-baza
przy Ucp =10V,
f,=5 MHz Ccso <45 pF

Pojemno$¢ emiter-baza
przy Ugp = 0,5V,
J, =5 MHz Ckgo 1/ pEF

Parametry czwoérnikowe

Punkt pracy: Ucg =5V, Ic =2 mA, f, =1 kHz

Grupy hzie | 1 [ II ‘ 11X ,
Opornos$é wejsciowa hive 1,6—3,5 2,7—17 5—15 kQ
Wspolczynnik sprzezenia

zwrotnego hize 155 2 3 31074
Wspblczynnik

wzmocnienia pradowego hage* 100—240 210—450 400—900 —
Przewodnos$¢ wyjsciowa haze i 20 70 150 i uwS

* Tranzystory BC528 sa oznaczone cyfra rzymskg ze wzgledu na warto$é /izg,.
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Tranzystor krzemowy BSYS52 przelaczajacy, $redniej mocy jest wykonany technologia epitak-
sjalno-planarna, w metalowej obudowie TO-18. Kolektor tranzystora jest polaczony elektrycznie
z obudowa.

Tranzystor BSYS52 jest przeznaczony do stosowania w ukladach przetaczajacych, a takze w ukla-
dach logicznych o duzych szybkosciach dzialania.

Dane tymczasowe — nowy typ

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Napigcie kolektor-emiter Ucko 1S5 Vv
Napiecie kolektor-emiter Ucer 20 v
Napigcie kolektor-baza Ucso 40 Vv
Napigcie emiter-baza - Ugso 5 V
Prad kolektora Ic 200 mA
Szczytowy prad kolektora Ica 500 mA
Temperatura zlacza 1y 150 2C
Temperatura sktadowania Tstg —55...4+150 2C
Moc strat kolektora (fum, = 25°C) P 360 mW
Oporno$ci termiczne
— zlacze kolektora-powietrze Rini-a) ‘ < 350 | deg/W
— zlacze kolektora-obudowa Renci-c) | =200 | deg/W
Parametry statyczne (fump = 25°C)
Ic Uce Ip I3V | Uspsar | UcEsar
mA I vV i mA L | v g v
10 ’ 1 | 0,084...0,33 30..120 | e | =
10 r a 1 10 =08 . <025
200 [ = 20 10 ' - { < 0,7
500 5 i3 =50 = 10* i — | —
Prad wsteczny kolektor-baza ‘ 5
przy Ucso — 20 V i } <0, A
Prad wsteczny kolektor-baza |
przy Ucpo = 20V, fams = 150°C Icpo <15 | BA
Prad wsteczny emiter-baza
przy UEBO =4V 1550 < 0,1 [J.A

Tranzystor
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Napiecie przebicia kolektor-emiter |

przy IC = 30 mA U(BR)CEO ; > 15 Vv
1

Napiecie przebicia kolektor-emiter |

przy Icer = 30 mA, Ry = 10 Uaricer | =20 \Y%

Napiecie przebicia kolektor-baza l

przy Icpo = 10 pA Usrycro } =40 v

Napiecie przebicia emiter-baza

przy Irpo = 10 pA Upryeso | =5 v

* Pomiar metoda impulsowa.

Parametry dynamiczne (Z., = 25°C)

Czgstotliwosé przenoszenia i
przy Ic =20 mA, Uceg =10V, i
f, = 100 MHz fr | =300 MHz

Pojemnos$¢ wyjsciowa
przy Ucpo = 10V, |
for=1 MHz . Caap <6 pF
Pojemnos¢ wejsciowa
przy Ugpo = 0,5V,
fr=1 MHz Ciip <9 pF

Parametry przelaczania (uklad pomiarowy jak na rysunku ponizej) Ic = 200 mA, I; = 40 mA,

I 2 = 20 mA
Czas wlaczenia Ton i 40 ns
Czas wylaczenia torr | 40 ns

2009 232
7*
J2r e awF,
Iscyloskop
%‘,’,’Z{ o QLuF Ry =508
Ry =502 5682 i< Ins

< Ins

Schemat uktadu pomiarowego parametrow
256 przetaczania
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Tranzystor krzemowy BUY52 w obudowie metalowej TO-3, duzej mocy, $redniej czgstotliwosci,
Jest wykonany technologia potrdjne; dyfuzji. Kolektor tranzystora jest polaczony elektrycznie

z obudowa.

Tranzystor BUY52 jest przeznaczony do stosowania w ukladach przelaczajacych duzej mocy.

Dane tymczasowe — nowy typ

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Napiccie kolektor-emiter Ucko 70 V.
Napigcie kolektor-baza Ucso 120 ! A%
Napigcie emiter-baza Ukso 5 ! A%
Prad kolektora Ic 5 | A
Prad bazy Iy 1 ; A
Temperatura zlacza 1y 150 E2C
Temperatura skladowania Iug —55...4+150 | °C
Moc strat kolektora (fese = 25°C) P 50 ' W
Oporno$¢ termiczna
— zlacze kolektora-obudowa Ringj—) | <25 | deg/W
Parametry statyczne (f,m, = 25°C)
Ic Uce Iy hase Upksar Ucksa
A v A — v
0,5 5 < 0,05 = 10* o ' i
0,5 e 0,05 10 < 1* ] = 0,35*
5 5 0,5 = 10* o =
5 | = i 0,5 10 =2%¢ | = 257
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Prad wsteczny kolektor-baza

przy Ucpo = 80 V : Icpo <5 mA
Napiecie przebicia kolektor-emiter

przy Iczo =1 A Usryceo =T70* Vv
Napiecie przebicia kolektor-baza

przy Iczo = 10 mA Usrycso =120 v
Napigcie przebicia emiter-baza

przy Igpo = 10 mA Ucsrieso =35 A

* Pomiar impulsowy 7; < 0,2, T = 20 ms.

Parametry dynamiczne (fzmp = 25°C)

Czestotliwo$¢é przenoszenia
przy Uce = 10 V, Ic= 0,5 A,

f, =5 MHz fr =10 MHz
Czas przelaczania (uklad pomiarowy jak na rysunku ponizej) przy Ic = 5 A, Ip, = 0,5 A,
152 - 0,25 A

Czas narastania % <2 us
Czas przeciagania ts <2 us
Czas opadania ty <2 us

Oscyloskop
OK-15
(pom 1y, Iys)
81) ‘82 pspg/gskap
05-102
Cyer € S0pF
)
f;;gﬁg“‘g 3 Ryey > 1HR
Tim 104" 39 4.¢12ns
1, >80ns
= 1000Kz R

Schemat ukladu pomiarowego parametréw
przelaczania
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Tranzystor krzemowy BUY53 w obudowie metalowej TO-3, duzej mocy, $redniej czestotliwosci
jest wykonany technologlq potréjnej dyfuzji. Kolektor tranzystora jest polaczony elektrycznie

z obudowa.

Tranzystor BUYS53 jest przeznaczony do stosowania w ukladach wzmacniajacych duzej mocy.

Dane tymczasowe — nowy typ

Graniczne wielkosci eksploatacyjne

* Pomiar metoda impulsowa: 7; < 0,2 ms, T = 20 ms.

_ Napiecie kolektor-emiter Ucro | 50 A%
Napigcie kolektor-baza Ucso } 80 A%
Napiecie emiter-baza Ukso ; 5 iV
Prad kolektora Ic f ) A
Prad bazy I 2 1 A
Temperatura zlacza f | 150 °C
Temperatura skladowania Iss { —55..4-150 e
Moc strat kolektora (f.sse = 25°C) Pc ! 50 W

Oporno$¢ termiczna

— zlacze kolektora-obudowa Rins-c) [ <25 | deg/W

Parametry statyczne (famp = 25°C)
Ic | Use | I ' hayp* | Upksar Ucksat®
A Yoo s o Ve
0,5 5 L= 0,025 , 20 } = -
0,5 o l 0,05- | 10 (e =] } < 0,35
5 5 |20 =055 o 10 E = i =
5 = | 0,5 ; 10 e <o | <3
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Tranzystor

BUY53

260

n-p-n

Prad wsteczny kolektor-baza
przy Ucpo =50 V
Napiecie przebicia kolektor-emiter
przy Icro =1 A
Napiecie przebicia kolektor-baza
przy Iczo = 10 mA
Napiecie przebicia emiter-baza
przy Irpo = 10 mA
Parametry dynamiczne (Zom = 25°C)

Czestotliwo$¢ przenoszenia
przy UCE = 10 vs IC e 0)5 A’

f,=5 MHz

Icxo

(j(BR)CEO’k

U(BR)CBO

U(BR)EBO

fr

> 10




Trahiyét&ril
BUY54

n-p-n

Ciezar okoto 20 G

Tranzystor krzemowy BUY54 w obudowie metalowej TO-3, duzej mocy, Sredniej czestotliwosci
jest wykonany technologia potr6jnej dyfuzji. Kolektor tranzystora jest polaczony elektrycznic
z obudowa. )

Tranzystor BUYS54 jest przeznaczony do stosowania w ukiadach wzmacniajacych duzej mocy.

i T
j Dane tymczasowe — nowy typ E

Graniczne wielkosSci eksploatacyjne

Napiecie kolektor-emiter Ucro [ 30 Ay
Napiecie kolektor-baza Ucso i 40 A%
Napiecie emiter-baza Urro { 5 Vv
Prad kolektora Ic i 5 A
Prad bazy Iy | 1 A
Temperatura ziacza t; | 150 2@
Temperatura skladowania Iseg —55...-1150 °C
Moc strat kolektora (fegse = 25°C) Pc | 50 | W
Oporno$¢ termiczna
— zlacze kolektora-obudowa . Ringj-c) [E=<25 | deg/W
Parametry statyczne - (fu., = 25°C)
Ic Uce | Ig | haye* i Upksar™ t Ucksar™
A ] v | A i == | i A%
| e | Sl
0,5 5 ! =005 [ =>00 | =
0,5 = ; 0,05 ? 10 1 <1 < 0,35
25 5 [ <05 L =10 — | -
5 i — ; 0,5 | 10 <2 | <3

* Pomiar metodg impulsowa: 7; = 0,2 ms, T = 20 ms. 261



- . : Trﬁnzystor A
BUY54

n-p-n

Prad wsteczny kolektor-baza
przy Ucpo =30 V Icso <3 mA
Napiecie przebicia kolektor-emiter
przy Icro = 1 A U¢sr)ceo* = 30 Vv
Napiecie przebicia kolektor-baza
przy Icpo = 10 mA U(srycao = 40 Y
Napiecie przebicia emiter-baza
przy Irpo = 10 mA Usr)eB0 =35 AYf

Parametry dynamiczne (Zmy = 25°C)

przy UCE =10 V, Ic = 0,5 A,

WV
S

Czestotliwo$é przenoszenia ’

’ MHz
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